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Schalten der Magnetisierung durch ein elektrisches Feld:
Neue Technik fiir energieeffiziente Datenspeicher

Wie die Zeitschrift ,,Physical Review Letters® in ihrer neuesten Ausgabe berichtet, ist es Physikern
der Universitat Hamburg erstmals gelungen, die Magnetisierung von einzelnen Nano-Speicherzellen
mit einem elektrischen Feld zu schalten. In der Zukunft konnte die neue Technik dazu verwendet
werden, extrem schnelle Speichermedien mit geringem Energieverbrauch herzustellen.

Viele digitale Gerate, die wir aus unserem Alltag kennen, speichern Informationen auf Festplatten
oder MRAMs in magnetischen Zellen. Deren Magnetisierung kann dabei zwei mogliche
Orientierungen aufweisen, die den logischen Zustanden ,0“ oder ,1“ zugeordnet werden.
Ublicherweise werden magnetische Felder oder groRBe Stréme benutzt, um Daten auf die
Speicherzellen zu schreiben. Dies hat den Nachteil, dass die Speicherzellen sowie der Stromverbrauch
solcher Medien relativ grof sind.

Wie die Forschergruppe um Prof. Roland Wiesendanger nun zeigte, kdnnen einzelne magnetische
Speicherzellen durch das Anlegen eines lokalen elektrischen Feldes gezielt so verandert werden, dass
je nach Wunsch entweder das Schreiben oder das Speichern von Informationen erleichtert wird.
Hierzu nutzten die Physiker ein selbstentwickeltes Rastertunnelmikroskop, in dem mit einer feinen
Messspitze einzelne Speicherzellen magnetisch untersucht werden kénnen. Die verwendeten Zellen
bestehen dabei lediglich aus ca. 100 Eisenatomen. Eine zwischen Messspitze und Zelle angelegte
Spannung erzeugt dabei ein lokales elektrisches Feld. Die Experimente zeigten, dass sich die
Magnetisierung der Zelle je nach Orientierung des elektrischen Feldes leichter bzw. schwerer
schalten lasst. In zukilinftigen Datenspeichern konnte daher ein kurzzeitig angelegtes elektrisches
Feld eine entscheidende Rolle spielen: Beim Schreiben von Daten erleichtert das Feld die
Magnetisierungsumkehr. Nach dem Schreibvorgang wird das Feld wieder ausgeschaltet und somit
die Speicherzelle gegen eine ungewollte Magnetisierungsumkehr stabilisiert.

»Da zum Anlegen des elektrischen Feldes nur ein extrem kleiner Strom benétigt wird, kann der
Energieverbrauch eines solchen Speichers minimiert werden. Insbesondere im mobilen Einsatz, etwa



in Smartphones oder Laptops, liegt daher ein groBes Potential der neuen Technik®, sagt Physiker
Andreas Sonntag, einer der an der Studie beteiligten Experimentatoren.

Abb.: Veranschaulichung des Schaltens der Magnetisierung: Das elektrische Feld (orange) destabilisiert
eine einzelne magnetische Speicherzelle und verursacht so eine Magnetisierungsumkehr (links). Die
Zelle behdilt diese Magnetisierung bei, wenn das Feld ausgeschaltet ist (rechts).
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